Energie rinnovabili in Sardegna
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Efficienze massime ottenute in laboratero su colle di plocole dimensioni

L
]

EFFICIENZA (%)
3

Mulligeinzion] (Gaas ed i)

Siliciy erslaling

Silicia palicristating

Shicic amarfo

niche DSSC

60

50

roduction

40

Z

@199%
02000

multi 51
58%

Mono-Si Multi-Si- Si-sheet  a-Si Others

— s

I

other
thin films 3y,
™

_LABFO\‘E%Itaico é}"'* ﬂ EE

g I o
[ CiS e CIGS
ar Otganichs mllmeﬁw_e’/
109?5 1580 1885 1950 1995 2000 2005
ANNO
"SR
[ 6
L voltaico
/
Produzione di Joapgilrlg Assemblaggo celle e

Polysilicon di grado solare Cella PV realizzazione del pannello
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Caratteristiche Fisiche del silicio
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Perch & la certificazione & importante

Fonte presentaziane EPIA 2" International Conference
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TECNOLOGIA Tellurio di Cadmio

Il CdTe e un semiconduttore caratterizzato da una band gap diretto, pari a 1,45 eV,
e il suo coefiiciente d assorbimento & abbastanza alto da consentire ad uno strato
di materiale spesso 1 um di assorbire i 99% della luce visibile.

Efficienza: 16,5% in laboratorio (cella solare), 9% (modulo commerciale)

Obiettivo 2008-2013: efficienza modulo commerciale 12%
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